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	 緒方　啓典、竹内　大将、木内　宏弥、伊東　和範、小林　敏弥、牛膓　雅人、深澤　祐輝、大仲　友子
	 第78回応用物理学会秋季学術講演会、福岡国際会議場、福岡国際センター（2017）.

55．	高い破壊耐量を有する自立GaN基板上p-n接合ダイオード
	 太田　博、林　賢太郎、堀切　文正、成田　好伸、吉田　丈洋、三島　友義
	 第65回応用物理学会春季学術講演会、早稲田大学、西早稲田キャンパス（2018）．

56．	化学修飾によるグラフェンのトポロジー制御と構造・物性の変調
	 田嶋　健太郎、井坂　琢也、山科　智貴、松尾　吉晃、高井　和之
	 第65回応用物理学会春季学術講演会、早稲田大学、西早稲田キャンパス（2018）．

57．	グラファイトの酸素プラズマエッチングによるサイズ制御とその物性評価および液相剥離への応用
	 石黒　康志、広部　元希、高井　和之
	 第65回応用物理学会春季学術講演会、早稲田大学、西早稲田キャンパス（2018）．

58．	有機金属ハロゲン化物ペロブスカイト薄膜における欠陥構造と分子運動性の分光学的研究（V）
	 緒方　啓典、竹内　大将、木内　宏弥、伊東　和範、小林　敏弥、牛膓　雅人、深澤　祐輝
	 第65回応用物理学会春季学術講演会，早稲田大学，西早稲田キャンパス（2018）．
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59．	ドープしたSnO2を電子輸送層に用いたぺロブスカイト型太陽電池の作製および電子特性評価（II）
	 木内　宏弥、竹内　大将、牛膓　雅人、伊東　和範、小林　敏弥、深澤　祐輝、緒方　啓典
	 第65回応用物理学会春季学術講演会、早稲田大学、西早稲田キャンパス（2018）．

60．	ペロブスカイト太陽電池における金属酸化物層の作製法がキャリア輸送特性に及ぼす効果Ⅳ
	 竹内　大将、木内　宏弥、牛腸　雅人、伊東　和範、小林　敏弥、深澤　祐輝、緒方　啓典
	 第65回応用物理学会春季学術講演会、早稲田大学、西早稲田キャンパス（2018）．

61．	ペロブスカイト太陽電池を構成する電子輸送層への化学ドーピング効果（Ⅱ）
	 伊東　和範、木内　宏弥、竹内　大将、牛膓　雅人、小林　敏弥、深澤　祐輝、緒方　啓典
	 第65回応用物理学会春季学術講演会、早稲田大学、西早稲田キャンパス（2018）．

62．	有機─無機ペロブスカイト化合物薄膜の耐久性評価
	 深澤　祐輝、木内　宏弥、竹内　大将、伊東　和範、牛膓　雅人、小林　敏弥、緒方　啓典
	 第65回応用物理学会春季学術講演会、早稲田大学、西早稲田キャンパス（2018）．

63．	フラーレン誘導体を電子輸送層に用いた逆構造型ペロブスカイト太陽電池の作製と特性評価Ⅱ
	 小林　敏弥、木内　宏弥、竹内　大将、伊東　和範、牛膓　雅人、深澤　祐輝、緒方　啓典
	 第65回応用物理学会春季学術講演会、早稲田大学、西早稲田キャンパス（2018）．

64．	分子動力学シミュレーションによる単層カーボンナノチューブ内包多環芳香族化合物の局所構造解析
	 永井　涼、片岡　洋右、緒方　啓典
	 第65回応用物理学会春季学術講演会、早稲田大学、西早稲田キャンパス（2018）．

65．	ラザフォード後方散乱法及び弾性反跳法によるGaN単結晶の格子変位と残留水素の評価
	 佐藤　一樹、串田　一雅、西村　智朗、栗山　一男、中村　徹
	 第65回応用物理学会春季学術講演会18ｐ-P6-15,早稲田大学（2018）.

66．	ラザフォード後方散乱法によるZnイオン注入GaN単結晶内の格子変位評価
	 久保田　恭平、西村　智朗、栗山　一男、中村　徹
	 第65回応用物理学会春季学術講演会18ｐ-P6-16，早稲田大学（2018）.

67．	単層カーボンナノチューブに内包された多環芳香族炭化水素分子の分子動力学シミュレーション
	 永井　涼、鈴木　貴明、片岡　洋右、緒方　啓典
	 第27回日本MRS年次大会、横浜情報文化センター、横浜、12/6（2017）.

68．	ナノカーボン材料を用いたペロブスカイト型太陽電池の構造と電子特性
	 緒方　啓典、小林、伊東、深澤、大仲　友子
	 第27回日本MRS年次大会、横浜情報文化センター、横浜、12/6（2017）.

69．	化学構造に依存した酸化グラフェンのスピン磁性
	 田嶋　健太郎、井坂　琢也、山科　智貴、太田　豊、松尾　吉晃、高井　和之
	 第36回イオンビーム工学研究所シンポジウム、法政大学、小金井、12/13（2017）．
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70．	二硫化モリブデンの光学特性におけるヒドラジン吸着の影響
	 児玉尚子、石黒康志、高井和之
	 第36回イオンビーム工学研究所シンポジウム、法政大学、小金井、12/13（2017）．

71．	イオンビームを用いたグラフェンの構造・電子物性の変調
	 中村　康輔、西村　智朗、高井　和之
	 第36回イオンビーム工学研究所シンポジウム、法政大学、小金井、12/13（2017）．

72．	欠陥を導入したグラフェンへの水素終端
	 小幡　吉徳、高井　和之
	 第36回イオンビーム工学研究所シンポジウム、法政大学、小金井、12/13（2017）．

73．	グラフェン担持基板表面化学修飾による電子物性の制御とバイオセンシングへの応用
	 泉山　彰里、高井　和之
	 第36回イオンビーム工学研究所シンポジウム、法政大学、小金井、12/13（2017）．

74．	ペロブスカイト太陽電池を構成する電子輸送層への化学的ドーピング効果
	 伊東　和範、木内　宏弥、竹内　大将、牛膓　雅人、小林　敏弥、深澤　祐輝、大仲　友子、緒方　啓典
	 第36回イオンビーム工学研究所シンポジウム、法政大学、小金井、12/13（2017）．

75．	分子動力学シミュレーションによる単層カーボンナノチューブ内包多環芳香族炭化水素分子の局所構造
と動的性質

	 永井　涼、片岡　洋右、緒方　啓典
	 第36回イオンビーム工学研究所シンポジウム、法政大学、小金井、12/13（2017）．

76．	フラーレン誘導体を電子輸送層に用いた逆構造型ペロブスカイト太陽電池の作製及び特性評価
	 小林　敏弥、木内　宏弥、竹内　大将、伊東　和範、牛膓　雅人、深澤　祐輝、大仲　友子、緒方　啓典
	 第36回イオンビーム工学研究所シンポジウム、法政大学、小金井、12/13（2017）．

77．	均一な薄膜形態を有するペロブスカイト太陽電池作成のための結晶工学的研究
	 深澤　祐輝、木内　宏弥、竹内　大将、伊東　和範、牛膓　雅人、小林　敏弥、大仲　友子、緒方　啓典
	 第36回イオンビーム工学研究所シンポジウム、法政大学、小金井、12/13（2017）．

78．	ペロブスカイト太陽電池における金属酸化物層の作製法がキャリア輸送特性に及ぼす効果Ⅱ
	 竹内　大将、木内　宏弥、牛膓　雅人、伊東　和範、小林　敏弥、深澤　祐輝、大仲　友子、緒方　啓典
	 第36回イオンビーム工学研究所シンポジウム、法政大学、小金井、12/13（2017）．

79．	Sb をドープしたSnO2 を電子輸送層に用いたぺロブスカイト型太陽電池の作製および特性評価（II）
	 木内　宏弥、竹内　大将、牛腸　雅人、伊東　和範、小林　敏弥、深澤　祐輝、大仲　友子、緒方　啓典
	 第36回イオンビーム工学研究所シンポジウム，法政大学，小金井，12/13（2017）．
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Ⅲ．刊行誌

1．	「法政大学イオンビーム工学研究所報告」 No. 37.（2018年2月20日）

2．	Proceedings of the 36th symposium on materials science and engineering, Research Center of Ion 
Beam Technology, Hosei University, Dec. 13, 2017.

Ⅳ．著書・解説

1．	VERTICAL GRAPHENE FOR BIOSENSORS
	 Zhipeng Wang, Hironori Ogata, Shingo Morimoto, Yoshio Hashimoto, Morinobu Endo
	 Graphene Bioelectronics（1st Edition）Chapter 2.（pp.37-56）, ELSEVIER（2017）.

2．	中エネルギーイオン散乱のスペクトル解析
	 西村智朗
	 表面科学 38, pp. 176-181（2017）.

Ⅴ．特許

1．	緒方　啓典、“カーボン材料の電荷特性制御方法” 特願2017-203681

2．	長井　圭治、緒方　啓典、岡田　素行、“有機系の微小構造体” 特願2018-014865

Ⅵ．招待講演・依頼公演

1．	AlGaAs/InGaAs系 MBEの高純度化から始めた電子デバイス用エピ量産技術（招待講演）
	 三島友義
	 第65回応用物理学会春季学術講演会（2018/3）.

2．	自立GaN基板および高耐圧p-n接合ダイオードの開発（招待講演）
	 三島友義
	 応用物理学会 先進パワー半導体分科会　第4回講演会（2017/11）.

3．	Host-Guest Interactions in Graphene 
	 K. Takai
	 25th POLYCHAR, Kuala Lumpur, Malaysia, 10/9-13（2017）.

3．	グラフェンの視点から見た炭素材料の電気伝導および熱伝導
	 高井和之
	 炭素材料学会1月セミナー、日本教育会館、東京、1/26（2017）.
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Ⅶ．研究所を利用した修士論文と修了者

1．	水素イオン注入KNbO3バルク単結晶の光伝導特性
	 岩井陽暉（法政大学大学院理工学研究科電気電子工学専攻）

2．	Znイオン注入GaNバルク単結晶の注入欠陥及び電気特性評価
	 久保田恭平（法政大学大学院理工学研究科電気電子工学専攻）

3．	酸素イオン注入KNbO3バルク単結晶の永続光伝導とラザフォード後方散乱
	 鶴岡遼太郎（法政大学大学院理工学研究科電気電子工学専攻）

4．	ガンマ線照射及びリチウムイオン注入GaNバルク単結晶の電気伝導特性評価
	 取田祐樹（法政大学大学院理工学研究科電気電子工学専攻）

5．	リチウムイオン注入ZnO単結晶の照射欠陥および物性評価
	 馬場俊輔（法政大学大学院理工学研究科電気電子工学専攻）

6．	自立 GaN基板上 p-n接合ダイオードに おける順方向電流集中領域の直接観察法に関する研究
	 林賢太郎（法政大学大学院理工学研究科電気電子工学専攻）

7．	自己集積化分子および生体分子を用いた基板表面修飾によるグラフェンの構造・物性の制御
	 泉山 彰里（法政大学大学院理工学研究科応用化学専攻）

8．	化学修飾によるグラフェンのトポロジー制御と電子構造への影響
	 田嶋　健太郎（同上）
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